
■ 난수 (random number)는 암호화와 모의실험 등의 다양한 과학, 기술 분야에서 활용되고 있음.

■ 높은 보안등급, 고신뢰성을 요구하는 IoT 보안 분야에서는 날로 고도화되고 있는 해킹을 방지하는데 가장 효과적인 진성난수 (true random number)를 사용하고 있음.

■ 양자역학적 물리현상을 이용한 난수생성기는 하드웨어 기반의 난수생성기중 가장 이상적인 난수를 생성할 수 있음.

■ 방사성 동위원소 기반의 난수생성기에 대한 연구결과는 발표되었음.

■ 방사선 중 베타선의 베타 붕괴를 이용하는 경우가 차폐가 용이하고, 크기가 작고, 휴대성이 높고, 발생속도가 높고 반도체 손상이 낮은 장점이 있음.

■ CSA는 PIN 다이오드에서 생성되는 입력 전하 펄스를 적분하여 출력 전압 signal voltage인 △Vs로 변환하여 VCOM 레벨에서 떨어짐.
■ PMOS 피드백 저항을 사용하는 CSA 회로에서 PIN diode를 통하여 1μs의 input current pulse train을 인가하였을 때 CSA 출력이 pile-up되어 VCOM level에서 많이 떨어지면서
미분기 출력 파형이 출력되지 않을 수도 있음.
■ 본 연구에서는 PIN diode를 통하여 1μs의 input current pulse train을 인가하더라도 pile-up이 되면서 CSA 출력이 VCOM level에서 많이 떨어지지 않도록 PMOS feedback 저
항에 병렬로 NMOS feedback 저항을 추가하였으며, CSA 출력단에 ac coupler와 gain amplifier 회로를 추가하였음.
■ PMOS 피드백 트랜지스터의 게이트를 DC 전압으로 바이어스하는 대신 PMOS 피드백 트랜지스터와 NMOS 피드백 트랜지스터에 흐르는 전류가 PVT 변동에 둔감하도록 설계된
전류 바이어스 회로를 mirroring하게 흐르도록 하므로 CSA의 signal voltage의 변동을 최소화시키는 기술을 제안함.
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■ 본 연구에서는 방사선 중 Ni-63 베타선원은 차폐가
용이하고, 크기가 작고, 휴대성이 높고, 발생속도가 높
고 반도체 손상이 낮은 장점이 있으므로 진성난수 생성
기를 위한 베타선 센서를 설계하였음.
■ 24 Lead Side Brazed Package 제작 후 DC-DC 
converter 전압을 테스트한 결과 VREF, VTHR_PS1과
VTHR_PS2 전압은 설계된 전압으로 출력되는 것을 확
인하였음.
■ CS-137 gamma & beta source를 이용하여 CSA 
출력전압을 측정한 결과 파형이 출력되는 것을 확인하
였음.
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